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As curvas experimentals (Fig. 1) foram obtidas com alvo de 40 50 60 70 80
titanio (99,5%) em uma atmosfera de argonio (0,40 Pa) e nitrogénio e Vazao de gas reativo ( sccm)

operando com corrente constante de 1,0 A. Usando o modelo de Kisliuk observa-se um comportamento similar ao

O processo de deposicao pode ser simulado qualitativamente experimental (Fig. 3). Com o aumento da temperatura o coeficiente de
pelo modelo de Berg [1]. A formacao do composto ocorre atraves da fixacdo diminui reduzindo o consumo de gas pelo substrato, o que desloca o
adsorcdo do gas reativo. Esta taxa e dependente do coeficiente de primeiro ponto critico para valores menores de vazao de gas.
fixacdo, que e funcdo da temperatura. Contudo, o0 modelo de Berg
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100 200 300 400 500 600 700 800 Figura 4: Fragao de composto em funcao da temperatura e pressao para a razao entre o fator de

frequéncia da dessorcao e adsorcao igual al0 (a) e 1000 (b).
A razdao entre o fator de frequéncia para a dessor¢cao e adsorcao foi
Figura 2: Dependéncia do coeficiente de fixagao inicial com a temperatura do substrato para o0s variada nas simulacoes (Fig. 4). Este fator representa a probabilidade de uma
modelos de Langmuir e Kiusliuk para a adsorcao. / , o y - :
moleécula de gas quimissorver ou dessorver na superficie a partir do estado
precursor. O aumento desta razdo leva a uma diminui¢cao da fracao de
composto no filme.
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Para incluir a dependéncia com a temperatura, a taxa de adsorcao
fol reescrita com base nos modelos de Langmuir [2] e Kisliuk [2,3]
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